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１．概要（Summary） 

P 型の炭化ケイ素（4H-SiC）のキャリア寿命を決定する

ライフタイムキラー欠陥の研究のために、ライフタイムキラ

ー欠陥を含むとされるP型4H-SiCエピタキシャル基板お

よび半絶縁性 4H-SiC 単結晶ウェハのダイシング加工を

行った。ダイシング後の基板に対して水素アニール処理

（水素終端処理）および Ar アニール処理（水素脱離処

理）を行い、基板中の欠陥の変化を電子スピン共鳴分光

（ESR）法で調査した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ウェハーダイシングマシン（DISCO, DAD322） 

 

【実験方法】 

4H-SiCの 4 インチ高純度半絶縁性（HPSI）単結晶基

板および p 型エピタキシャル単結晶基板を 3.07.0mm2

のサイズで、ダイシングマシンでダイシングした。ダイシン

グ後の基板に 500～1000℃で水素アニール処理、同じく

Arアニール処理を行った。このアニールは京都大学の木

本・須田研究室で実施していただいた。その後、基板中

の炭素空孔（EI5/6 センター）、炭素空孔-炭素アンチサイ

ト複合体（HEI9/10 センター）、炭素空孔-シリコン空孔複

合体（P6センター）、まだ起源の分からない欠陥（HEI7/8

センター）の水素終端と水素脱離の挙動をESR法で調べ

た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ESR 評価結果をまとめたのが Fig. 1 である。P 型

4H-SiCのライフタイムキラー欠陥は 700℃以上の水素ア

ニール処理で水素終端され、800℃以上の Ar アニール

処理で水素脱離を起こすことが知られている（T. Okuda 

et al., “Improvement of Carrier Lifetimes in Highly 

Al-Doped P-Type 4H-SiC Epitaxial Layers by 

Hydrogen Passivation,” Appl. Phys. Express 6, 

121301 (2013)）。この変化に対応していたのが HEI9/10

センターと、HEI7/8センター、そしてP6センターであった。

したがって、これらの欠陥のいずれか、あるいは全てがラ

イフタイムキラー欠陥だと考えられる。特に、高温アニール

での欠陥の挙動を詳細に見てみると、HEI9/10 センター

は 1000℃の水素処理では水素終端されなかったのに対

し、HEI7/8センターとP6センターは水素終端が観測され

た。ライフタイムキラー欠陥も 1000℃以上で水素終端され

ることが報告されているので、HEI7/8センターとP6センタ

ーがライフタイムキラー欠陥の最も有力な候補であること

が示唆された。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Figure 1 Hydrogen passivation/depassivation of 
three types of intrinsic defects (HEI7/8, HEI9/10, 
and P6) in the semi-insulating 4H-SiC. 

 


